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１．はじめに 

エポキシ樹脂ベースのネガ型フォトレジスト SU-8 は電子線レジストとしても利用可能であるが、近

接効果[1]や現像前ベーク（PEB）による架橋反応[2]により、近接するパターン同士が結合しやすく、高密

度のパターン形成が難しい。先行研究[2]では、レジストの薄膜化と PEB温度の調整により直径約 0.1 m

の周期的なピラーの作製に成功したと報告されている。 

我々は近接効果および架橋反応に着目し、SU-8 の薄膜化と PEB 温度の調整により、電子線リソグラ

フィで SU-8の 0.5 mのラインアンドスペースパターンを作製したので報告する。 

２．実験方法 

図 1に、本実験の電子線リソグラ

フィの概略図を示す。また表 1に電

子線リソグラフィの条件を示す。厚

さ 0.3 mm の Si(100)基板を 10×10 

mm2 に劈開して試料とした。レジス

トは SU-8 2002 を用いた。薄膜化す

る際は、SU-8 2002と PGMEAを体積

比で 4:1 になるよう希釈した。500 

rpm で 10 秒間、2000 rpmで 30 秒間

スピンコートし、ホットプレート上

でプリベークした。SU-8 2002の膜厚は約 2.0 m、PGMEA で希釈した SU-8 2002の膜厚は約 1.0 mだ

った。 

 電子線リソグラフィを加速電圧 30 kV、ビーム電流 10 pA、ドーズ量 1 C/cm2で行った。描画エリア

は 500×500 m2、解像度は 10000×10000とした。WDは 8.1 mmに設定した。描画後の基板をホットプ

レート上で PEB[2]を 60秒間行い、SU-8 developerで 60秒間現像後、電子線未照射の SU-8が完全に溶解

されるまで IPA でリンスした。0.5 m のラインアンドスペースパターンを SEM 観察し、近接するライ

ンパターンの結合や倒れの有無を確認し、パターンの結合や倒れがない条件を作製条件とした。 

 

 

 

図 1 本実験の電子線リソグラフィの概略図 
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 SU-8 2002 4:1 (v/v) SU-8/PGMEA 

プリベーク 65℃, 60 s→95℃, 120 s 110℃, 60 s 

加速電圧 30 kV 

ドーズ量 1 C/cm2 

ビーム電流値 10 pA 

PEB 57, 63, 69, 80℃ 

現像 SU-8 developer, 60 s 

リンス IPA 

表 1 本実験で行った電子線リソグラフィの条件 



 

３．結果と考察 

図 2 に、膜厚 2.0 m および 1.0 m の SU-8 の 0.5 m ラインアンドスペースパターンの SEM 像を示

す。図 2に示すように、膜厚 2.0 mの SU-8ではいずれの PEB温度でも近接するラインパターンが結合

していた。厚膜のレジスト中では多くの電子が散乱する[2]ため、近接効果が原因と考えられる。したが

って、膜厚 2.0 mの SU-8では 0.5 mラインアンドスペースパターンを作製できないことがわかった。 

 一方で図 2に示すように、膜厚 1.0 mの SU-8では、いずれの PEB温度でも近接するラインパターン

は結合していなかったため、薄膜化により近接効果を抑制できたと考えられる。また、PEB温度 80℃の

みパターンが倒れていなかった。電子線が照射されたレジスト中で発生した酸は PEB により拡散され

ることで架橋反応を促進させる[3]ため、膜厚 1.0 m の SU-8 では、PEB 温度 80℃で 0.5 m ラインアン

ドスペースパターンの作製に十分な架橋結合が形成されたと考えられる。 

 したがって図 2 の結果より、膜厚 1.0 m、PEB 温度 80℃のとき、電子線リソグラフィで SU-8 の 0.5 

mラインアンドスペースパターンを作製できることがわかった。 

 

 

図 2 SU-8のレジスト厚さと PEB温度の関係 

 

４．まとめと今後の展望 

膜厚 1.0 m、PEB 温度 80℃で、電子線リソグラフィで SU-8 の 0.5 m ラインアンドスペースパター

ンを作製することができた。今後は 0.5 m よりも小さい寸法のパターンを作製できる膜厚や PEB 温度

等の条件を最適化する予定である。 
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